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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 4: Dispositifs hyperfréquences

AVANT-PROPOS

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La €

3) Les documents produits se présentent sous laMorine de\reco andatigns internationales. lls sont publiés

comme normes, spécifications techniques, rapportsechui S ¢t agréés comme tels par les Comités
nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification intern tés nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de

facon transparente, dans toyts
nationales et régionales. ¥ i ¢ a horme)de la CEl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune &€ S e Y ageé comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quang un

6) L’attention est su i €léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits W& pfophié)e de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pd Wi ifie d droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internation 4’a été établie par le sous-comité 47E : Dispositifs discrets
a semicondug tudes 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs.

La pré olidée de la CEl 60747-4 comprend la premiére édition (1991)
[documents™ + 889 + 951 + 953 + 970 + 975 + 1041 + 1043 + 1068 + 1072 + 1123

et 47(BC)850 +9
amendement 1 ( [documents 47(BC)1191 + 1251 + 1261-1261A + 1280 + 1290 et 47(BC)
1309 + 1340 + 1311 + 1334 + 1332] et la partie de I'amendement 2 (1999) [documents
47E/123/FDIS et 47E/124/RVD] relative aux transistors a effet de champ?). La partie traitant des
amplificateurs hyperfréquences a circuits intégrés sera publiée séparément sous la référence
CEI 60747-16-1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

La présente version consolidée porte le numéro d’édition 1.2.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.

1) NOTE En ce qui concerne cette partie reprise de 'amendement 2, seule la version anglaise a été approuvée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 4: Microwave devices

FOREWORD

for Standardization (ISO) in accordance with conditions /determjned eht between the two

organizations.

Yas nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the IEC on iee
i cal committee has representation

international consensus of opinion on the re
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re internatioplal use and are published in the form
of standards, technical specifications, technisal repor guides ~and they are accepted by the National
Committees in that sense.

divergence between the |
indicated in the latter.

equipment declar (o] b i
6) Attention is draw
of patent rights. Th

951 + 953 + 970 + 975 + 1041 + 1043 + 1068 + 1072 + 1123 and
47(C0O)850 + 927+ 932 + 991 + 993 + 1028 + 1032 + 1109 + 1111 + 1130 + 1192 + 1242],
its amendment 1 (1993) [documents 47(CO)1191 + 1251 + 1261-1261A + 1280 + 1290 and
47(C0O)1309 + 1340 + 1311 + 1334 + 1332], and the part of amendment 2 (1999) [documents
47E/123/FDIS and 47E/124/RVD] relating to the field effect transistors. The part covering the
integrated circuit microwave amplifiers will indeed be published separately as IEC 60747-16-1.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendments and has
been prepared for user convenience.

This consolidated version bears the edition number 1.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2002. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
$
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2002. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
$
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -
Partie 4: Dispositifs hyperfréquences
CHAPITRE |I: GENERALITES

1 Note d'introduction
La présente publication doit étre utilisée avec la CEl 60747-1 qui Jonne ifo ffons de
base sur:
— la terminologie;
— les symboles littéraux;
— les valeurs limites et caractéristiques essentielles;
— les méthodes de mesure;
— la réception et la fiabilité.
L'ordre des différents chapitres dans la pre ation conforme a 2.1, chapitre lll, de
la CEI 60747-1.
2 Domaine d'application
La présente pub les catégories suivantes de dispositifs discrets:

- i ot diddes g retour rapide (pour accord, transposition ou multi-

3 Symboles littéraux

S'ils existent, les symboles littéraux ont été ajoutés aux termes dans les titres. Quand plusieurs
formes distinctives d'un symbole littéral existent, la forme la plus souvent utilisée est donnée.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 4: Microwave diodes and transistors

CHAPTER I: GENERAL

1 Introductory note

As a rule, it will be necessary to use IEC 60747-1 together with t . In
IEC 60747-1 the user will find all basic information on:

— terminology;

— fetter symbols;

— essential ratings and characteristics;

— measuring methods;

— acceptance and reliability.

The sequence of the different chapter pre ublication is in accordance with 2.1,

chapter Ill, IEC 60747-1.

2 Scope

— Bipolar transjstors\(foramplification, oscillation...)

— Field-effect transistors (for amplification, oscillation...).

3 Letter symbols

Mostly, existing letter symbols are added to the terms in titles. When several distinct forms
exist, the most commonly used form is given.
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CHAPITRE II: DIODES A CAPACITE VARIABLE, DIODES A RETOUR RAPIDE
ET DIODES SCHOTTKY DE COMMUTATION RAPIDE

Section 1: Diodes a capacité variable
1 Généralités

Les informations données dans cette partie s'appliquent aux diodes (a I'exclusion des diodes a
retour rapide) ou l'effet de la capacité variable est utilisé; elles couvrent quatre applications:
accord, multiplication par génération d'harmoniques, commutation (y co is la limitation),
amplification paramétrique.

Les dispositifs pour ces applications sont définis comme suit:

Diodes d'accord

Voir paragraphe 3.3.

3 Valeurs limites et caractéristiques essentielles

3.1 Généralités

3.1.1 Conditions pour les valeurs limites

Les diodes a capacité variable peuvent étre spécifiées soit comme des dispositifs a tempé-

rature ambiante spécifiée, soit comme des dispositifs a température de boitier spécifiée soit,
s'il y a lieu, comme les deux a la fois.
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